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前言

　　现在，很多大学正在进行院系调整以及学科、专业的重组，以研究生培养为重点，引入学期制，
采用新的课程体系授课，特别是由于学期制教学计划的引入，使得原来分册编写的教材很难在一个学
期的教学中消化。
因此，各学校对“易教”、“易学”教材的需求越来越迫切。
　　本系列是面向通信、信息，电子、材料，电力、能源，以及系统、控制等多学科领域的新型教学
参考系列。
系列中的各册均由活跃在相应学科领域第一线的教授任主编，由年轻有为的学者执笔，内容丰富、精
炼，有利于对学科基础的理解。
设计版面_时着意为学生留出了写笔记的空间，是一种可以兼作笔记，风格别致的教学参考书。
　　希望肩负新世纪工程技术领域发展重任的青年读者们，通过本教程系列的学习，建立扎实的学科
基础，在实践中充分发挥自己的应用能力。
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内容概要

本书主要内容有半导体的电学性质、半导体界面的电子现象，各种半导体二级管、双极型功能器件
、MOS 型控制器件及异质结器件等。
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章节摘录

　　固体按照导电性能可以分为三类：良导体、半导体及绝缘体。
半导体这一名词最早出现于19世纪，那时，人们把既不是金属那样的良导体，又不像玻璃或云母之类
绝缘体的物质一概称为半导体。
实际上这是一个模糊的定义。
事实上，现在成为电子技术的重要材料的超高纯度的锗和硅单晶出现之前，代表性的半导体材料是硒
薄膜和氧化亚铜，它们经常会出现同样条件下得到的产品的导电率会有数量级差别的现象，甚至连它
的电学性质都难以正确地把握。
　　进入20世纪40年代，用区熔法和切克劳斯基法人工制造出高纯度的锗和硅单晶，随后，通过对这
种单晶掺入极微量的杂质。
得到了可控导电类型和导电率的半导体材料，实现了所谓的“价电子控制技术”，从而使半导体成为
可以用于制造器件的可设计材料（syntheticmateriaI）。
从20世纪初开始不断发展和完善起来的量子力学理论是固体电子论的基础，事实证明固体电子论很好
地解释了半导体电学性质的理论问题，并成为一个崭新的领域——“固体电子学”的基础，进而，发
展为“微电子学”，成为近代文明社会不可或缺的科学技术领域。
　　本章，首先简要介绍建立在量子力学基础上的固体物理学基本理论，然后学习“半导体器件工程
”的基本知识和器件设计、制造技术，以及新器件研究、开发所必须的基础知识。
 　　⋯⋯

Page 5



第一图书网, tushu007.com
<<半导体器件>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

Page 6


